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１．概要（Summary） 

磁気ナノフォトニクスを開拓する上では、磁気光学材料

を適当な保持基板上で薄膜化し、ナノ加工することが重

要である。これまでの研究により、イットリウム鉄ガーネット

(YIG)のシリコン基板上へのウェハ融着と薄膜化に成功し

ている（磁気光学結晶-on-Insulator 基板）。本研究では、

同基板をドライエッチングにより微細加工することで、ナノ

フォトニクス構造の形成を試みている。その中で、プラズ

マ CVD 法により堆積した酸化シリコン薄膜を微細加工用

のハードマスクとして利用することを検討している。そこで、

当該ナノテクプラットフォームを活用し、当該薄膜をＹＩＧ

基板上へ形成する実験に取り組んだ。また、同構造を電

子線リソグラフィーにより微細加工する技術の開発にも取

り組んだ。その中で、ＣＶＤ法により形成した酸化シリコン

膜をスパッタ成膜したものと比較することも行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

プラズマ CVD 装置（F-IT-150） 

【実験方法】 

約 1cm 角のビスマスドープ YIG 基板を CVD チャンバ

ーに設置し、酸化シリコンを堆積した。成膜後、試料を東

京大学に持ち帰り、ZEP520A（日本ゼオン）をレジストとし

電子線描画を行った。描画パターンは 1000ｎｍ直径のデ

ィスク構造を周期配列したものとした。その後、フロン系ガ

スによるドライエッチングを用いて描画パターンを酸化シリ

コン膜へ転写した。さらにＡｒガスによるエッチングでＹＩＧ

層へとパターンを転写した。エッチング後、電子線顕微鏡

により加工断面等を観察し、酸化シリコン膜のドライエッチ

ング耐性などを評価した。比較として、酸化シリコン膜をス

パッタ成膜した基板に関しても同じプロセスを行い、成膜

方法の違いによるエッチング耐性の変化を観察した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

エッチング後のＹＩＧの加工断面としては、ＣＶＤ膜・スパ

ッタ膜双方とも同等の形状が得られた。一方、残った酸化

シリコン層を上方から観察すると、スパッタ膜においてはＣ

ＶＤ膜にはあまり見られない細かい間隙が多数存在するこ

とが分かった。この比較から、ＣＶＤ膜がより優れたエッチ

ング耐性を有することが示唆される。ＹＩＧ層を深堀する際

には、この膜質の違いが加工結果に大きく影響することが

想定される。 
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